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はじめに 
機能性酸化物はその組合せの多様さや応用分野の広さから幅広く研究が進められている．一方，X 線

回折法は，結晶構造の情報を非破壊で得られる点で古くから用いられている評価技法のひとつである．

近年では，X 線回折法や X 線反射率法などの様々な評価技

法が簡便に実現できる汎用機が市販されるようになってきてい

る．また，光学素子の改良や多次元検出器の搭載などにより，

複雑な測定技法が迅速に実現できるようにもなってきている．

そこで，実際の機能性酸化物薄膜の評価事例をもとに，どの

ような評価が実現できるのかを紹介しつつ，最先端の評価技

法についても触れてゆく． 

 
評価事例１：ガラス基板上の多結晶 Al:ZnO 薄膜 [1,2] 
 透明導電膜等に実応用展開されている Al:ZnO 多結晶薄膜

について，配向性や格子歪などの評価を行った．特に，成長

初期の条件を検討することで，大きく配向性を制御することが

できた．２次元検出器を用いて測定した逆格子マップデータを

図１に示す． 

 
評価事例２：（La,Sr)MnO3/ZnO/Sapphire ダブルへテロ構造

薄膜 [3,4] 
 マルチフェロイック物性や半導体特性が注目される，(La,Sr)MnO3 薄膜を ZnO/Sap 基板上にエピタキシ

ャル成長させた．In-plane 測定や極点測定，広域逆格子マップ測定等を組み合わせて評価した結果， 

(La,Sr)MnO3 薄膜には３種類のエピタキシャル方位ドメインが共存していることが判った． 

 
評価事例３：Sap 基板上α-MoO3 エピタキシャル薄膜 [5,6] 
 ｃ面サファイア基板上の直方晶系（斜方晶系）

α-MoO3 エピタキシャル薄膜の結晶性，結晶構

造，光学特性について議論する．（図２） 

 

講演当日はこの他、極性評価、トポグラフィ

などの最新の評価事例についても報告する

予定である． 
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図 2. α－MoO3エピタキシャル薄膜の広域逆格子 
マップデータ． 
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図 1. ガラス基板上 Al:ZnO 薄膜の X 線 
２次元検出器のよる逆格子マップデータ．

CL 層あり（左）と CL 層なし（右）． 
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